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Sposób wytwarzania elementów rezystywnych zwłaszcza
do potencjometrów warstwowych o niskim poziomie napięcia

trzasków

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
elementów rezystywnych, zwłaszcza do potencjo¬
metrów warstwowych o niskim poziomie napięcia
trzasków, przeznaczony do produkcji wielkoseryj-
nej.

Obecnie produkowane i stosowane elementy re¬
zystywne do potencjometrów, wykazują stosunko¬
wo duży poziom napięcia trzasków rzędu 3 mV/V
pnzy 20 V napięcia pomiarowego. Wynika to z fak¬
tu, źe powierzchnia warstwy rezystywnej nie jest
gładka, ma nierówności, które w sposób zasadniczy
wpływają na poziom trzasków w potencjometrach.

Wysoki poziom trzasków jest zjawiskiem szkod¬
liwym, powodującym złą jakość gotowego wyrobu
oraz reklamacje, przy zwiększonej ilości braków.

Celem wynalazku jest usunięcie powyższych wad
i niedogodności, poprzez mechaniczne dogniatanie
i wygładzanie warstwy rezystywnej.

Istotę techniczną rozwiązania według wynalazku
stanowi sposób wytwarzania elementów rezystyw¬
nych, zwłaszcza do potencjometrów warstwowych
o niskim poziomie napięcia trzasków, polegający na
poddaniu warstwy rezystywnej elementu rezystyw¬
nego operacji mechanicznego dogniatania z pośliz¬
giem, przy zadanym docisku stempla do elementu
rezystywnego i jego ruchu oscylacyjnym, który to
ruch przesuwowy wykonywany jest w płaszczyźnie
prostopadłej do nacisku.

Tak uzyskana warstwa rezystywna charaktery¬
zuje się znacznie większą gładkością powierzchni,
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mniejszym poziomem napięcia trzasków, zwięk¬
szoną jednorodnością wanistwy, zwiększoną trwa¬
łością. Bezpostaciowa regulacja nacisku na warstwę
rezystywną, zapewnia równocześnie korekcję war¬
tości rezystancji elementu rezystywnego, zaś ruch
oscylacyjny stempla dogniatającego umożliwda bar-
cbziej skuteczne wygładzanie powierzchni warstwy
rezystywnej elementu rezystywnego, jej ujedno-
rodnienie i zagęszczenie. Ponadto proces technolo¬
giczny zapewnia zwiększenie trwałości warstwy,
umożliwia korekcję rezystancji całkowitej i zmniej¬
sza ilość braków.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬
kładzie wykonania.

Przy ugniataniu z poślizgiem, element rezystywny
jest osadzony na matrycy przesuwającej się tam
i z powrotem w płaszczyźnie poziomej, zaś metalo¬
wy stempel ugniatający poddany działaniu siły do¬
ciskowej, ma wywołany ruch cykliczny, prostopadły
do przesuwu matrycy. Dopuszczalny jest złożony
ruch stempla dogniatającego, przy nieruchomej
matrycy z płytką rezystywną. Proponowana tech¬
nologia nie jest stosowana w technice światowej.

Zastrzeżenie patentowe
Sposób wytwarzania elementów rezystywnych

zwłaszcza do potencjometrów warstwowych o nis¬
kim poziomie napięcia trzasków, znamienny tym,
że warstwa rezystywna elementu rezystywnego
poddana jest operacji mechanicznego dogniatania
z poślizgiem przy zadanym docisku stempla do ele-
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merbtu rezystywnego i jego ruchu oscylacyjnym, wykonywany jest w płaszczyźnie prostopadłej do
który to ruch przesuwowy warstwy rezystywnej nacisku.
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